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В работе представлены результаты исследования электрофизических свойств 

тонких пленок оксида гафния HfO2, синтезированных на кремниевые подложки. Пленки 

HfO2 сформированы на кремниевые подложки n-типа (100) методом высокочастотного 

магнетронного распыления керамической мишени аналогичного состава. Структура 

полученных пленок исследовалась методом рентгеновской дифрактометрии. Толщина 

пленок HfO2 и наличие переходных слоев определялись методом сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ). Топография пленок HfO2, процессы поляризации и 

релаксация сигнала поляризованных областей проводились с помощью сканирующей 

нанолаборатории Ntegra Prima (НТ-МДТ СИ, Россия) в режиме силовой микроскопии 

пьезоэлектрического отклика (СМП). Для исследования электрофизических свойств 

полученных пленок HfO2 были сформированы МДП-структуры Ni-HfO2-n-Si.  

Рентгеноструктурные и топографические измерения показали, что пленки HfO2, 

полученные методом магнетронного распыления из мишени HfO2, имеют 

стехиометрический состав и моноклинную структуру с диаметром кристаллитов 32 nm. 

Методами сканирующей зондовой микроскопии после процесса локальной поляризации 

выявлена асимметрия в величине сигнала областей с различным направлением 

поляризации. Электрофизические измерения показали, что структуры Si/HfO2/Ni и 

Si/HfO2(отж)/Ni обладают сегнетоэлектрическими свойствами, рассчитанная ε пленок 

HfO2 составляет 22 и 26 соответственно. Исследования показали, что постростовой 

термический отжиг пленок оксида гафния положительно влияет на емкостные 

характеристики и надежность МДП структур на основе HfO2. 
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